
































专利名称(译) Ii-iii-v化合物半导体

公开(公告)号 US20120025139A1 公开(公告)日 2012-02-02

申请号 US13/187644 申请日 2011-07-21

[标]申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

当前申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

[标]发明人 TAYLOR PETER NEIL
HEFFERNAN JONATHAN
HOOPER STEWART EDWARD
SMEETON TIM MICHAEL

发明人 TAYLOR, PETER NEIL
HEFFERNAN, JONATHAN
HOOPER, STEWART EDWARD
SMEETON, TIM MICHAEL

IPC分类号 C09K11/54 C01B21/00

CPC分类号 C09K11/623 H01L31/032 C09K11/642 C09K11/625

优先权 2010012646 2010-07-28 GB

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本申请提供了一种新的化合物形式，其为Zn-（II）-III-N族新型化合物半
导体族，其中III表示元素周期表第III族中的一种或多种元素，和（II）表
示周期表第II组中的一个或多个任选的其他元素。该族的成员包括例如
ZnGaN，ZnInN，ZnInGaN，ZnAlN，ZnAlGaN，ZnAlInN或
ZnAlGaInN。这种类型的化合物半导体材料在现有技术中是先前未知
的。 可以控制新的Zn-（II）-III-N化合物半导体材料的组成以调整其带隙
和发光性质。证明了紫外 - 可见 - 红外波长范围内的有效发光。 本发明
的产品可用作光电器件的组成部分，例如太阳能电池，发光二极管，激
光二极管，以及用作LED和发光EL显示器的发光磷光体材料。
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